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(57)【要約】
【課題】　封止樹脂を高精度に平坦化しうる積層ウエー
ハの加工方法を提供することである。
【解決手段】　ウエーハと、交差する複数の分割予定ラ
インで区画された該ウエーハの表面上の各領域にそれぞ
れ積層された複数のチップと、を備えた積層ウエーハの
加工方法であって、該積層ウエーハの表面側を封止樹脂
で封止する封止ステップと、該封止ステップを実施した
後、該積層ウエーハの該封止樹脂面に砥粒を含む研磨ス
ラリーを供給しつつ研磨パッドで該封止樹脂を研磨して
平坦化する研磨ステップと、を備えたことを特徴とする
。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ウエーハと、交差する複数の分割予定ラインで区画された該ウエーハの表面上の各領域
にそれぞれ積層された複数のチップと、を備えた積層ウエーハの加工方法であって、
　該積層ウエーハの表面側を封止樹脂で封止する封止ステップと、
　該封止ステップを実施した後、該積層ウエーハの該封止樹脂面に砥粒を含む研磨スラリ
ーを供給しつつ研磨パッドで該封止樹脂を研磨して平坦化する研磨ステップと、
　を備えたことを特徴とする積層ウエーハの加工方法。
【請求項２】
　該封止ステップを実施した後、該研磨ステップを実施する前に、
　砥粒を含まない研削液を該積層ウエーハの該封止樹脂面に供給しつつ、該封止樹脂面を
研削砥石を有する研削手段で研削して該封止樹脂を所定の厚みへと薄化する研削ステップ
を更に備えた、請求項１記載の積層ウエーハの加工方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ウエーハ上に複数のチップが配設された積層ウエーハの加工方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体デバイスの製造プロセスにおいては、半導体ウエーハの表面にストリートと呼ば
れる分割予定ラインによって区画された各領域にＩＣやＬＳＩ等のデバイスが形成される
。そして、分割予定ラインに沿って半導体ウエーハをチップに分割することで、個々の半
導体デバイスが製造される。このようにして製造された半導体デバイスは各種電気機器に
広く利用されている。
【０００３】
　近年、電気機器の小型化・薄型化に伴い半導体デバイスパッケージも小型化・薄型化が
要求され、実装の高密度化が要求されている。複数の半導体デバイスを一つのパッケージ
に集積する手法の一つに複数の半導体デバイスチップを縦方向に積層して実装する三次元
実装がある。
【０００４】
　従来の三次元実装では、ワイヤボンディングを用いて半導体デバイスチップ間、或いは
半導体デバイスチップとインターポーザとを接続していた。ワイヤボンディングによる接
続では、その配線長分インダクタンス等が大きくなるので高速での信号のやり取りには向
かないという問題があるとともに、ワイヤが半導体デバイスチップ等に触れないようにチ
ップを積層する必要があるため小型化が難しい等の問題がある。
【０００５】
　近年、新たな三次元実装技術として、ワイヤの代わりにＳｉ貫通電極（Ｔｈｒｏｕｇｈ
－Ｓｉｌｉｃｏｎ　Ｖｉａ：ＴＳＶ）を用いた実装技術が注目されている。ＴＳＶ技術を
用いると、配線長がワイヤより短いため配線抵抗やインダクタンスが大幅に低減でき、消
費電力も大幅に低減できるというメリットがある。
【０００６】
　一方、半導体デバイスチップの積層方法としては次のような積層技術が開発されつつあ
る。第１の積層方法は、複数の半導体デバイスウエーハ同士を積層し、積層した半導体デ
バイスウエーハを貫く貫通電極を形成してウエーハ同士を接続する積層方法である（Ｗａ
ｆｅｒ　ｏｎ　Ｗａｆｅｒ：ＷＯＷ）。
【０００７】
　第２の積層方法は、個片化した半導体デバイスチップを半導体デバイスウエーハ上にバ
ンプ等を介してマウントする方法である（Ｃｈｉｐ　ｏｎ　Ｗａｆｅｒ：ＣＯＷ）。これ
らの積層方法で積層したウエーハを分割することで、個々の積層デバイスチップが製造さ
れる。



(3) JP 2014-165339 A 2014.9.8

10

20

30

40

50

【０００８】
　ＣＯＷ方法では、半導体デバイスウエーハ上に積層された半導体デバイスチップを保護
するために、半導体デバイスウエーハ上に積層された半導体デバイスチップは封止樹脂で
封止される。その後、半導体デバイスウエーハ上のデバイスと半導体デバイスチップとは
Ｓｉ貫通電極（ＴＳＶ）により接続される。
【０００９】
　更に、封止樹脂面上に半導体デバイスチップ及び／又は半導体デバイスウエーハ上の半
導体デバイスに接続される配線が形成される。必要に応じて、新たな半導体デバイスウエ
ーハや半導体デバイスチップが最初の半導体デバイスウエーハ上に積層された半導体デバ
イスチップ上に積層される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特開２０１２－２０９５２２号公報
【特許文献２】特開２００９－０９５９０３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　樹脂封止面上に配線層を形成するには、封止樹脂の上面が平坦である必要がある。しか
し、例えば特許文献２に開示されるような研削装置を用いて封止樹脂を研削しても、封止
樹脂の被研削面にはスクラッチ等が形成されてしまい、平坦化が難しいという問題がある
。
【００１２】
　本発明はこのような点に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、封止樹
脂を高精度に平坦化しうる積層ウエーハの加工方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明によると、ウエーハと、交差する複数の分割予定ラインで区画された該ウエーハ
の表面上の各領域にそれぞれ積層された複数のチップと、を備えた積層ウエーハの加工方
法であって、該積層ウエーハの表面側を封止樹脂で封止する封止ステップと、該封止ステ
ップを実施した後、該積層ウエーハの該封止樹脂面に砥粒を含む研磨スラリーを供給しつ
つ研磨パッドで該封止樹脂を研磨して平坦化する研磨ステップと、を備えたことを特徴と
する積層ウエーハの加工方法が提供される。
【００１４】
　好ましくは、本発明の積層ウエーハの加工方法は、該封止ステップを実施した後、該研
磨ステップを実施する前に、砥粒を含まない研削液を該積層ウエーハの該封止樹脂面に供
給しつつ、該封止樹脂面を研削砥石を有する研削手段で研削して該封止樹脂を所定の厚み
へと薄化する研削ステップを更に備えている。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明の積層ウエーハの加工方法には、封止樹脂面に砥粒を含む研磨スラリーを供給し
ながら研磨パッドで封止樹脂の研磨を実施するため、封止樹脂面にスクラッチを形成する
ことなく封止樹脂面を高精度に平坦化できる。
【００１６】
　請求項２記載の発明によると、研磨ステップを実施する前に封止樹脂を所定厚みへと研
削によって薄化するため、積層チップの厚みを薄化できる上、研削によって所定厚みへと
薄化しておくことで、研磨のみで加工するよりも加工時間を短縮できる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】積層ウエーハの斜視図である。
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【図２】封止ステップを説明する断面図である。
【図３】研削ステップを示す一部断面側面図である。
【図４】研磨ステップを示す一部断面側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、本発明の実施形態を図面を参照して詳細に説明する。図１を参照すると、本発明
実施形態に係る積層ウエーハ１１の斜視図が示されている。積層ウエーハ１１は、交差す
る複数の分割予定ライン５により区画された各領域にＩＣ、ＬＳＩ等の半導体デバイス１
５が形成された半導体デバイスウエーハ１３と、半導体デバイスウエーハ１３の各半導体
デバイス１５上に接着剤等により固定された複数の半導体デバイスチップ１７とにより構
成されている。
【００１９】
　図２の断面図に示すように、各半導体デバイスチップ１７は半導体デバイス１９をその
表面に有している。半導体デバイスウエーハ１３は、複数の半導体デバイス１５が形成さ
れた表面１３ａと、裏面１３ｂとを有している。
【００２０】
　本発明の積層ウエーハの加工方法では、まず図２に示すように、積層ウエーハ１１の表
面側を封止樹脂２１で封止する封止ステップを実施する。封止樹脂２１としては、エポキ
シ樹脂等の有機樹脂を採用可能である。或いは、有機樹脂中に無機フィラーが分散された
封止樹脂でもよい。
【００２１】
　封止ステップを実施した後、封止樹脂面を研削砥石を有する研削ユニット（研削手段）
で研削して封止樹脂を所定の厚みへと薄化する研削ステップを実施する。この研削ステッ
プについて、図３を参照して説明する。
【００２２】
　図３において、符号１０は研削装置の研削ユニット（研削手段）であり、研削ユニット
１０はモータにより回転駆動されるスピンドル１２と、スピンドル１２の先端に固定され
たホイールマウント１４と、ホイールマウント１４に装着された研削ホイール１６とを含
んでいる。研削ホイール１６は、環状基台１８の下端に複数の研削砥石２０が固着されて
構成されている。
【００２３】
　この研削ステップでは、研削装置のチャックテーブル２２で積層ウエーハ１１の半導体
デバイスウエーハ１３側を吸引保持し、封止樹脂２１を露出させる。研削液供給ノズル２
４から砥粒を含まない純水等の研削液を積層ウエーハ１１の封止樹脂２１の面上に供給し
つつ、チャックテーブル２２を例えば３００ｒｐｍで矢印ａ方向に回転させるとともに、
研削ホイール１６を矢印ｂ方向に６０００ｒｐｍで回転させながら、図示しない研削ユニ
ット送り機構を作動して研削砥石２０を封止樹脂２１の表面に接触させる。
【００２４】
　そして、研削ホイール１６を所定の研削送り速度で下方に所定量研削送りして、封止樹
脂２１の研削を実施する。接触式又は非接触式の厚み測定ゲージによって積層ウエーハ１
１の厚みを測定しながら封止樹脂２１を所望の厚みに研削する。
【００２５】
　封止樹脂２１の研削を実施すると、封止樹脂２１の被研削面にはスクラッチ等が形成さ
れることがあり、被研削面の十分な平坦度は得られない。よって、本発明の積層ウエーハ
の加工方法では、研削ステップを実施した後、封止樹脂２１の研削面を研磨パッドで研磨
する研磨ステップを実施する。
【００２６】
　この研磨ステップは、図４に示すような研磨ユニット２６を使用して、化学的機械研磨
（ＣＭＰ）により実施する。図４において、研磨ユニット２６は、回転駆動されるスピン
ドル２８と、スピンドル２８の先端に固定されたホイールマウント３０と、ホイールマウ
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【００２７】
　研磨ホイール３２は、基台３４の下端部に不織布等の研磨パッド３６を接着して構成さ
れている。スピンドル２８、ホイールマウント３０及び研磨ホイール３２の基台３４に渡
りスラリー供給穴が形成されている。
【００２８】
　研磨ステップでは、研磨装置のチャックテーブル３８で積層ウエーハ１１の半導体デバ
イスウエーハ１３側を吸引保持し、研削が実施された封止樹脂２１を露出させる。研磨ホ
イール３２のスラリー供給穴を介して研磨パッド３６にスラリーを供給しつつ、チャック
テーブル３８を矢印ａ方向に回転させるとともに、研磨ホイール３２の研磨パッド３６を
封止樹脂２１の研削面に当接させて、研磨ホイール３２を矢印ｂ方向に回転させながら封
止樹脂２１の研削面を研磨して封止樹脂２１を平坦化する。
【００２９】
　研磨パッド３６に供給するスラリーとしては、例えば純水に砥粒としてのシリカ、セリ
ア、アルミナ、ジルコニア等が混入されたものを使用する。この研磨ステップを実施する
と、研削により封止樹脂２１の研削面にスクラッチが形成されていても研磨によりスクラ
ッチを除去することができ、封止樹脂２１の表面を高精度に平坦化することができる。
【００３０】
　ＣＭＰで封止樹脂２１を平坦化した後、Ｓｉ貫通電極（ＴＳＶ）を形成して、半導体デ
バイスウエーハ１３の半導体デバイス１５と半導体デバイスチップ１７の半導体デバイス
１９とを接続する。更に、封止樹脂２１上に配線を形成する。
【００３１】
　この配線は、半導体デバイスウエーハ１３上に積層された半導体デバイスチップ１７に
対応して新たな半導体デバイスチップや半導体デバイスウエーハを積層したとき、この積
層された半導体デバイスチップ又は半導体デバイスウエーハのデバイスと下側の半導体デ
バイス１５，１９とを接続するために使用される。
【００３２】
　上述した実施形態では、半導体デバイスウエーハの各半導体デバイス上に半導体デバイ
スチップを積層して積層ウエーハを構成しているが、積層ウエーハはこれに限定されるも
のではなく、デバイスを有しないインターポーザーウエーハ上に半導体デバイスチップが
積層されたものを含むものである。
【符号の説明】
【００３３】
１０　　研削ユニット
１１　　積層ウエーハ
１５　　半導体デバイス
１６　　研削ホイール
１７　　半導体デバイスチップ
１９　　半導体デバイス
２０　　研削砥石
２１　　封止樹脂
２６　　研磨ユニット
３２　　研磨ホイール
３６　　研磨パッド
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